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Sposéb oddzielania zywicy silikonowej od czesci metalicznych wybrakowanych
i zuzytych wyrobdow mikroelektronicznych

Przedmiotem wynalazku jest sposéb oddzielania zywicy silikonowej od czesci metalicznych wybrakowa-
nych i zuzytych wyrobéw mikroelektronicznych. Niektdre rodzaje wyrobéw mikroelektronicznych jak diody,
tranzystory i uktady scalone sktadajg sie z ksztattek metalowych zatopionych w zywicy silikonowej. Ksztattki
metalowe wykonane s3 z posrebrzanej miedzi. Wybrakowane i zuzyte wyroby mikroelektroniczne s wiec cen-
nym surowcem wtérnym metali takich jak srebro, miedZ oraz ztoto (niektdére srebrnonosne wyroby mikro-
elektroniczne zawierajg od 0,001 do 0,03% Au). Przerdb zespolonych z masa silikonowa wyrobéw mikroelektro-
nicznych w aspekcie ‘odzysku metali napotyka na trudnosci z uwagi na zatopienie czés’ci metalicznych w masie
silikonowej. Préby roztwarzania tej masy w rozpuszczalnikach organicznych oraz spalanie jej nie daty pozytyw-
nych wynikéw. . 4 .

Nieoczekiwanie dobre rezultaty osiagnieto przez trawienie zespolonych silikonem wyrobéw mikroelektro-
nicznych w goracym tugu sodowym o stezeniu 40—60%. t.ug sodowy powoduje roztwarzanie zywicy silikonowej
nie naruszajac czes$ci metalicznych. Aby proces przebiegat zadowalajaco tzn. aby usuna¢ mase silikonowa nie
trawiac metali aby otrzymaé roztwér potrawienny o konsystencji dajacej sie tatwo oddzieli¢ od ksztattek meta-
licznych parametry procesu usuwania masy silikonowej musza by¢ precyzyjnie dobrane do charakterystyki
przerabianych wybrakéw. Na ksztattkach metalicznych nie powinna pozostawaé nawet cienka (nie widoczna
gotym okiem) warstewka masy silikonowej, co obserwuje sie przy niewtasciwie dobranych parametrach procesu.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze proces trawienia wybrakéw mikroelektronicznych zespolonych
z zywica silikonowa najlepiej przebiega przy temperaturze 150—170°C w ciagu 30—70 minut (czas procesu do-
biera sie w zaleznosci od gabarytdw wyrobéw mikroelektronicznych), przy zastosowaniu 40—60% roztworu
wodnego tugu sodowego w ilosci 2—4 dm® na 1 kg wybrakéw. Po roztworzeniu masy silikonowej, dekantuije sie
roztwér potrawienny, a ksztattki metaliczne ptucze sie wodj i kieruje do przerobu w celu odzysku metali lub
tez wykorzystuje si¢ do produkcji stopdw miedziowo-srebrowych.

Przyktad. 1250 g wybrakowanych tranzystoréw typu BP 136 w sktad ktérych wchodza posrebrzane
ksztattki miedziane zespolone z masg silikonowg poddano trawieniu fugiem sodowym. Wybraki te umieszczone
w stalowym, perforowanym pojemniku zanurzono do 3,5 dm® 50% roztworu fugu sodowego. Proces trawienia prowa-
dzono w temperaturze 160°C w ciagu 50 minut. W tych warunkach roztworzeniu ulegta silikonowa czesc ele-
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mentow odstaniajac catkowicie ksztattki metalowe. Po zakoriczeniu procesu trawienia, perforowany pojemnik
wyjeto z roztworu, aznajdujace sie w mim ksztattki metalowe przemyto wodga i wysuszono. Otrzymano 697 g
ksztattek metalowych o nastepujacym sktadzie chemicznym: 92—93% Cu; 7,0% Ag; 0,043% Au. Jest to surowiec
do otrzymywania miedzi, srebra i ztota.

Zastrzezenie patentowe

Sposdb oddzielania zywicy silikonowe] od czesci metalicznych wybrakowanych i zuzytych wyrobdw mi-
kroelektronicznych, znamienny tym, ze wyroby te trawi sie w gorgcym fugu sodowym w temperaturze
150—170°C w ciagu 30—70 minut przy zastosowaniu 2—4 dm> 40—60% roztworu tugu sodowego na 1 kg wybra-
kow.
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